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Аннотация 

В статье представлены свойства, технология изготовления и применения сверхрешеток 

на основе GaSb/InAs. Зависимость электрических и оптических свойств от структуры 

сверхрешеток и внедрение ряда технологий изготовления анализируют преимущества и 

недостатки каждого метода. 

 

Введение 

В течение многих лет твердый раствор HgCdTe является основным материалом для 

изготовления оптических устройств, работающих в средней и дальней инфракрасной области. 

Тем не менее, детектор и более темные токи велики, поэтому они должны работать при очень 

низких температурах 77-100K. В последнее время исследования сверхрешетки на основе 

GaSb/InAs вызвали интерес в мире. Потому что сверхрешетки на основе GaSb/InAs обладают 

очень заметными электрическими и оптическими свойствами. Их спектры поглощения и 

люминесценции расположены в ближней и дальней инфракрасной областях при комнатной 

температуре. Спектр поглощения может быть изменен путем изменения толщины слоев 

сверхрешетки. Кроме того, эффективная масса электронов в сверхрешетке GaSb/InAs (0,02-

0,03 m0) значительно больше, чем у HgCdTe (0,009 m0) с шириной запрещенной зоны Eg = 0,1 

эВ, что приводит к обнаружению устройства на основе меньшей сверхрешетки. Поэтому 

применение этого материала для изготовления диодов, лазеров и датчиков, работающих в 

инфракрасной области, становится все более актуальным. 

 

 

Основная часть  

Электрические и оптические свойства сверхрешетки GaSb / InAs; Также было доказано, 

что оптические и электрические свойства зависят от толщины слоев материалов и технологии, 

которая их делает. Основные методы изготовления сверхрешетки. Методы анализа 

морфологического строения и электрических и оптических свойств сверхрешеток. 

 

Выводы  

В этой статье оцениваются некоторые электрические и оптические свойства 

сверхрешетки GaSb / InAs, предлагаются экспериментальные методы, анализируются 

свойства, а также оценивается их применимость. 
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